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Improvement of the device performance in AlGaN/GaN HFET UV photosensors by Mg-doped AlGaN 
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【はじめに】AlGaN 系紫外線センサは、火炎センサをはじめとした様々な応用が期待されている。我々

は、これまでに p 型 GaN を用いた AlGaN/GaN HFET 型受光素子を検討し、高感度な紫外受光素子の

デバイスプロセスおよび特性を報告した[1]。本報告では、さらなる高感度化を目指すために紫外領域で

ほぼ透明な Mg ドープ Al0.68Ga0.32N 層を活用した構造を検討した。

【実験方法】Fig.1 に作製したデバイス構造を示

す。MOVPE 法によって c 面サファイア基板上に

AlN を高温成長させた後、 u-Al0.55Ga0.55N、

u-Al0.65Ga0.35N、Mg ドープ Al0.68Ga0.32N を成長し

た。また比較のために、Mg ドープした p 型 GaN

を用いた構造も同時に作製した。この 2 つの試料

をデバイスプロセスし、その性能の比較を行った。 
 

【結果・考察】Fig.2 に、作製したデバイスの印加電圧 5V 時における分光感度特性を示す。p 型 GaN

を用いた場合に比べ紫外領域において高い受光感度が得られていることが確認された。また、受光感

度以外の特性に関しても評価した結果、応答特性の改善も確認された。Fig.3 はその代表的な結果であ

る。p 型 GaN を用いた場合においては、紫外光を遮断後の応答特性が余り良くないのに対し、Mg ドー

プ AlGaN を用いた場合では急峻な応答特性が得られていることが確認された。 
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Fig.1 デバイス構造 
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Fig.2 分光感度特性 Fig.3 応答特性 
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